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Os parâmetros de um BJT em um sistema de 50 ohms, VCE=10 V, IC=4 mA e f= 750 MHz, são: 

Parâmetro S Módulo   Fase (graus) 
S11 0,277 -59 
S12 0,078 93 
S13 1,92 64 
S14 0,848 -31 

 
Se o transistor for conectado a uma admitância de carga normalizada, yL=0,4-j0,2, 

utilizar a técnica de gráfico de fluxo de sinais para determinar o coeficiente de reflexão na 
entrada e a impedância de entrada. 

 
 

 


